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ｄｏｕｂｌｅｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｃｏｌｏｒｉｍｅｔｒｉｃｔｈｅｒｍｏｍｅｔｒｙ，９４０ｎｍｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｉｃｒａｄｉａｔｉｏｎｔｈｅｒｍｏｍｅｔｒｙ，１５５０ｎｍ

ｍｏｎｏｃｈｒｏｍａｔｉｃｒａｄｉａｔｉｏｎｔｈｅｒｍｏｍｅｔｒｙ，９４０ｎｍｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙｃｕｒｖｅａｎｄ１５５０ｎｍｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙｃｕｒｖｅ．Ｔｈｅ
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９００℃ｔｏ１１００℃；ｔｈｅｒｅｐｅａｔａｂｉｌｉｔｙｗｉｔｈｉｎ０．７℃ｆｒｏｍ７００℃ｔｏ１１００℃；ｉｎｓｅｎｔｉｖｅｔｏｃｈａｎｇｅｓｉｎｈｅｉｇｈｔ

１２００２２６０



&　'　(　)

ｗｉｔｈｉｎ２ｍｍ；ａｎｄｔｈｅｍｅｔｈｏｄｃａｎａｖｏｉｄｔｈｅａｆｆｅｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｅｆｆｅｃｔｉｖｅａｒｅａｃｈａｎｇｅｏｆｄｅｔｅｃｔｏｒａｐｅｒｔｕｒｅ．

ＴｈｅｒｅｌａｔｉｖｅｅｒｒｏｒｏｆｎＧａＮｌａｙｅｒｔｈｉｃｋｎｅｓｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｗａｓ３．６％ ｂｙａｎａｌｙｚｉｎｇ９４０ｎｍｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ

ｃｕｒｖｅ．ＳｏｉｔｃａｎｂｅｓｅｅｎｔｈａｔＭＯＣＶＤｉｎｓｉｔｕｔｈｅｒｍｏｍｅｔｒｙａｎｄｆｉｌｍｔｈｉｃｋｎｅｓｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｃａｎｂｅ

ａｃｈｉｅｖｅｄｂｙｔｈｅｐｒｏｂｅａｔｔｈｅｓａｍｅｔｉｍｅ．ＴｈｅｄｅｓｉｇｎｃａｎｐｒｏｖｉｄｅｒｅｆｅｒｅｎｃｅｆｏｒｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｏｆＭＯＣＶＤ

ｉｎｓｉｔｕｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇｄｅｖｉｃｅ．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｏｐｔｉｃａｌｄｅｓｉｇｎ；Ｉｎｓｉｔｕ ｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ；Ｉｎｆｒａｒｅｄｔｈｅｒｍｏｍｅｔｒｙ；Ｅｐｉｔａｘｉａｌ；ＭＯＣＶＤ；Ｆｉｌｍ

ｔｈｉｃｋｎｅｓｓｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：２２０．０２２０，１２０．４５７０；２３０．５１６０；３１０．６８４５

０　@A

0|¨Él�(Kù�¢

（ＭｅｔａｌＯｒｇａｎｉｃＣｈｅｍｉｃａｌＶａｐｏｒＤｅｐｏｓｉｔｉｏｎ，ＭＯＣＶＤ）vàßＬＥＤ�Ð¸Z

0êwR

［１］．wz� ＭＯＣＶＤEFÂ8xÃaåÕ{ðZ�ÐàSöf¹

，
ouu�|�Åy¦Pµ��

、

Æ¾P�Ð¸2_Èy¦

、
�ÐçZàS�_

、
°ç{ð>¦

、
_ÈEF¦í�ãRñÌj���ÐçZå

ÕÃa»P�ÞZi(�Ø．Á²

：
wＳｉ（１１１）Æ¾2àSＧａＮ/ ＭＱＷ ��ＬＥＤ�Ð¸ZÞＩｎöf¹

，

y¦ÌX�１℃，ói(�ä�ÞZ¹êmSÉú�１．２ｎｍ
［２４］；ＭＯＣＶＤw¨U`5éCøvcö&(J

�

，
{�Ð¸àSöf¹C±h��ãÂ8s¡

、
w¨

、
°öf� U`

，
P¡%�°U`�ã��

，
HI°

�ã{�ÐçàSZ��

，
î�eo

、
jxßÁ$_dqø�

［５］．±cZu��àßý ＭＯＣＶＤEFw¨U

`wRFG¨´&ð>á

、
:��^`yá

、
&»¾¦:í．

B¾*·»�w¨U`wR6� ＭＯＣＶＤ�l»b¢

，
�Lù$ATd ＭＯＣＶＤ�l»ÝÑHá

，
�

ßÁí{�]º．²S* Ｖｅｅｃｏ、M] ＮｉｐｐｏｎＳａｎｓｏ、M]M>í ＭＯＣＶＤ�l»µ4á¨í{]AT

ＭＯＣＶＤEFZw¨U`wR．N*ＬａｙＴｅｃAT1°\ibZ ＭＯＣＶＤ�l» ＡＩＸＴＲＯＮÝÑ

，
L�

ＭＯＣＶＤEF4á%¦DZＥｐｉE#w¨U`wR

［６］．wR©ghi

，ＬａｙＴｅｃATZＥｐｉＴＴ３Ｗ 1�¦D

Z��¸�wR

，
*�¿©xf８５�¿．ＭＯＣＶＤ6qØw¨U`M=Øh¡U`6X�ã

，
{|%w¨U

`wRZp�¦

，
Ä�%¯�

，
Ç ＭＯＣＶＤh¡NÈ6iw¨U`wR�L�Ø．ＬａｙＴｅｃAT２００５$b¢

�h¡`ay¦

、
ð>1À%ZＥｐｉＣｕｒｖｅ

ＲＴＴ，ＶｅｅｃｏATb¢p`y1`ð>�CÕZＲｅａｌＴｅｍｐ
Ｒ２００

［７］．

®$"

，ＭＯＣＶＤEF*ß�Ïk4qb�c

，
L0* ＭＯＣＶＤEF4á¦DZ6qØw¨U`wR

"wÁ8．]'µ¢%Ci6qØw¨U`M=

（
�h¡sø９４０ｎｍ、１５５０ｎｍÖX3Ð�^`y

，

９４０ｎｍ／１５５０ｎｍ¿mSÏÐ`y

，
»P９４０ｎｍ、１５５０ｎｍÖXmSZo^_%¨

）
Zw:J½

，
{�¿m

SÏÐ`yZï¦

、
qÒ�PßÙH��Â8`K£è

，
ûóyM=NÈ��@>`Ùö¨jAT,FHá

Z3ç¿u ＭＯＣＶＤEF

，
{Ｓｉ（１１１）Æ¾2àSＩｎＧａＮ／ＧａＮＭＱＷ ��þ&ＬＥＤ�Ð¸öfÂ8%w

¨U`

，̀
a�£_ö

，
yM=�  ＭＯＣＶＤ�ÐàSw¨`yPo^_%¨`aZù$G±．

１　ü��UOB

　　 u � � ＭＯＣＶＤ Z w ¨ U ` w R N È �

ＭＯＣＶＤou�2¿`�/Z�uv|}&(

2J

，
w�ÐàSZöf¹cö&(J�

，
�ö&(

d?ÁV

，
z�U`M=M`x�|�Å2_

È±Â��Ð¸Z&(N^

，
ÂË45�U`Zh

��ã．ＭＯＣＶＤw¨U`wR�Y&(EF

、
M`

EF

、
N^STEFdåèEF．�qTcQ１

�è．
!１　ＭＯＣＶＤgW�@PQ!

Ｆｉｇ．１　ＳｃｈｅｍａｔｉｃｏｆＭＯＣＶＤｉｎｓｉｔｕｍｏｎｉｔｏｒｉｎｇ

１．１　�ØUpOB

ＭＯＣＶＤ:�`yvw�ÐàSöf¹cöNÈ�&(2JZU`M=M`xy|�Åd�Ð¸

Z:��^º¦

，
ÂËsøy¦`a．�T©/ÈLＰｌａｎｃｋqÕ�^A�

，
Ljxï¦

，
p¿z�Ｋｉｒｃｈｈｏｆｆ

２２００２２６０



�À_

，
í

：ＭＯＣＶＤ6qØw¨U`M=Zw:dsø

)LdØa�d)LÂ8&�á^_��

［８９］．u�� ＭＯＣＶＤZ:�`yJ«FG¨

：
3Ð�^`y«d

¿mSÏÐ`y«

［１０］．3Ð�^`y«vcöxＯＤªZr}n&¸����öh)mSZ:��^

，
z

�M`�`a�^º¦

，
ç8ＰｌａｎｃｋqÕ�^A�P&�á^_��"`ay¦．¿mSÏÐ`y«vc

ö£&¸

、
r}n&¸

，
���¡�öÖX:�mSZ3Ð�^Ø

，
£þ`a�^ØZb�

，
z�Ù�ZÏª

�)�`lZy¦

［１１］．�søJ�µv

：
cö&(EF��h)mSZ:��^

；
z�&MM`�ó&'N

^V�LMÄN^

；
æxMÄN^¶ö}xÂªomMÂZ¸2~b�ST45M�N^

；
ç8ＰｌａｎｃｋA

�»PN^STqT45M�dy¦$E

，
ÂË45�`y¦．u�� ＭＯＣＶＤouuZ3Ð�^`y«

d¿mSÏÐ`y«Zy¦A�£þL

犜＝
犺犮

λ犽ｌｎ
２π犮ｅ犚犛ηλ

－４
ε（λ）

α犞（λ，犜［ ］）

（１）

犜＝
犺犮 （１／λ２）－（１／λ１［ ］）

犽ｌｎ
α１η２犚２λ２犞（λ１，犜）

α２η１犚１λ１犞（λ２，犜
［ ］）－５ｌｎ（λ２／λ１）－ｌｎε（λ１）／ε（λ２［ ］｛ ｝）

（２）

�¹犺L_-Æ±ã

，犮L¯¯¹Z&�

，犽Lè¤�É±ã

，ｅL¿MPMa

，犚LomMÂÂª

，λL:�

�^mS

，
ÍµÏï．犛L ＭＯＣＶＤM`VZ¨ZÈ¢

，
w�ÐàSöf¹à�lñwM`V2�¢

，
¿G

)#z�»�wR{M`VÂ8¸�．ηL&MM`�Za'Z_

，αL:��^�^öf¹·��kZE

ã

（
d&(

、
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¡

，
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８００ ３．３０７２ ＋２．７ －０．６ ＋０．５ ＋１．４ ＋３．６
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